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Исследовано влияние режимов роста методом сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии слоев кремния на сапфире на их структурное совершенство с использованием методов рентгеновской дифракции, электронографии и атомно-силовой микроскопии. Установлен температурный интервал выращивания монокристаллических слоев субмикронной (~0,5 мкм) толщины. При низких температурах роста TS = 550°C   слои имели двойную ориентацию. В работе реализован режим двухтемпературного роста слоев с высоким структурным совершенством и гладкой поверхностью.

